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１．概要（Summary） 

Auを触媒とした Si成長によるデバイス製作において、

下地 Si への低ダメージかつ均一な膜厚の Au 成膜法を

確立することが必要とされる。今回、低ダメージ成膜法で

ある、産業技術総合研究所ナノプロセシングファシリティ

の電子線蒸着機を利用して、Au 薄膜の膜厚分布を検証

した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム真空蒸着装置 

【実験方法】 

4”Si基板上にカプトンテープを貼付したウエハを用い、

Au を 0.3 nm/sec.の蒸着速度にて、100 nm を目標に

EB 蒸着した。その後、カプトンテープを剥がし、自社にて、

KLA 社製段差測定機α-Step500 を用い、ウエハ面内９

点の Au膜厚分布を計測した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Au蒸着の膜厚分布をFig. 1に示す。ウエハ中心が厚く、

ウエハ端で薄い蒸着膜に特徴的な膜厚分布を示した。目

標膜厚:100 nmに対し、Wafer Avg. = 99.7 nm, 3STD 

= 9.9 nm の膜厚分布を示した。一般に、蒸着時の膜厚

分布は以下の式で表す事ができる。 

T(𝜃) = T0𝑐𝑜𝑠
𝑛(𝜃)   ・・・(1) 

ここで、 𝜃は蒸発源直上と膜厚測定点における法線のな

す角度、T(𝜃) は角度𝜃における蒸着膜厚、T0は蒸発源

直上における蒸着膜厚、nは角度分布指数である。 

式(1)を変形し、T0に対するT(𝜃)の比 

T(𝜃)/T0 = 𝑐𝑜𝑠𝑛(𝜃)  ・・・(2) 

として、蒸着膜厚分布が理論式に基づくものかを検証し

た。 

 Fig. 2に、理論値に対する蒸着膜厚比:T(𝜃)/T0をプロッ

トした結果を示す。各nの値に対しn=3の場合において、

比較的良いFittingがなされている。n=1の場合、蒸発原

子同士の衝突が無い理想状態の膜厚分布であり、衝突頻

度の上昇と共に n>1となる。通常 nの取りうる値は 1<n<4

とされる。以上のことから、本蒸着膜厚は蒸着理論に基づ

く分布則に則った分布をしている事が分かった。さらなる

膜厚バラツキの低減には n の低減、つまり蒸発原子衝突

頻度低減、即ち Au の蒸着速度低下が有効であることが

分かった。 

 

Fig. 1 Evaporated Au thickness uniformity. 

 

Fig. 2 Thickness distributions of evaporated Au. 
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